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_ (57) Abstract : The invention concerns a method for forming nickel suicide or cobalt silicide comprising the steps consisting of: - 
exposing the surface of a substrate comprising silicon to an aqueous solution containing 0.1 mM to 10 mM of gold ions and 0.6 M to 

It 	3.0 M of fluorine ions for a time period of between 5 seconds and 5 minutes, - depositing a layer consisting essentially of nickel or 
of cobalt on the activated substrate by electroless means, - applying a rapid thermal treatment at a temperature of between 300°C and 

© 	750°C, so as to form nickel silicide or cobalt silicide. The aqueous solution contains a surfactant chosen from the compounds com- 
ei71' prising at least one anionic or nonionic polar group and an alkyl chain comprising 10 to 16 carbon atoms. This method can be ap - 

• plied, essentially, to the production of NAND memories and photovoltaic cells. 
GO 
" 	(57) Abrege : L'invention a pour objet un procede formation de siliciure de nickel ou de siliciure de cobalt comprenant les &tapes Il 
---- 	consistant a : - exposer la surface d'un substrat comprenant du silicium avec une solution aqueuse contenant 0.1 mM a 10 mM d'ions 
71' 	or et 0.6 M a 3.0 M d'ions fluor pendant une duree comprise entre 5 secondes et 5 minutes, - deposer par voie electroless sur le sub - 11 
c::::) 	strat active une couche constituee essentiellement de nickel ou de cobalt, - appliquer un traitement thermique rapide a une tempera- 
ei 	tore comprise entre 300°C et 750°C, de maniere a former le siliciure de nickel ou le siliciure de cobalt. La solution aqueuse contient 

O un agent tensio-actif choisi parmi les composes comprenant au moires un groupement polaire anionique ou non ionique et une che 
,1.

ain 
 alkyle comprenant de 10 a 16 atomes de carbone. Ce procede trouve essentiellement application dans la fabrication de memoires 

NAND et de cellules photovoltaiques. 


